Characterization of Free-Volumes in Polysilanes Using Positron Annihilation Spectroscopy by タシロ, ムツミ & 田代, 睦
Osaka University













第 1 5 3 9 号
平成 12 年 3 月 24 日
学位規則第 4 条第 1 項該当
工学研究科物質化学専攻









































(1) 室温における様々なポリシランの陽電子消滅測定から、自由体積半径がO.29 ，.....， O.35nm 程度と見積もられている。
この大きさは、 X線構造解析から示唆される骨格構造から分子配列へのモデリングを行うことにより、高分子主鎖
聞の微小空間サイズとして適当であることを見出している o







蓄積部の導入により 440eV のエネルギー拡がりを持つビームを 4eV 程度に抑え、陽電子消滅 γ 線の計数率を 2 桁
以上向上させ、ずさらに短ノマlレス化装置の開発により平均30eV でおよそ 1.4nsec のパンチを形成することに成功して
いる。
(5) 低速陽電子ビームによるポリジヘキシルシラン薄膜の消滅 γ 線ドップラー拡がり測定および陽電子寿命測定から、
熱誘起固相相転移による薄膜内部の自由体積の膨張を非破壊的に評価することに成功している o また、ポリシラン
薄膜について、原子間力顕微鏡では明確化できない薄膜表面および内部の自由体積分布の膜厚依存性を明らかにし
ている。
以上のように、本論文では陽電子消滅法をポリシランに適用し、新しい見地から高分子物性を研究し、微小な自由
体積と高分子の諸性質との相関を得ている。特に、低速陽電子ビームおよびその DC ビーム化や短パルス化という独
創的な新しい技術を改良・開発し、それを高分子薄膜に適用してその表面及び内部構造について調べ、これまでにな
い独特な知見が得られている o これらの成果は、高分子科学上の基礎的理解を深めるだけでなく、高分子薄膜の高機
能化への応用展開が期待される。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
? ?
